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Neste trabalho, relatamos um estudo de espalhamento Raman em nanofios (NFs) de
GaAs, GaAs dopados com Zn (GaAs:Zn) e GaAs:Zn implantados com ions de Mn
(Gao.gsMno.0sAS:ZN) e, além disso, descrevemos um estudo do magneto-transporte em
NF individual de GaogosMnoosAs:Zn em baixissima temperatura e elevado campo
magnético. Os espectros Raman dos NFs de GaAs:Zn e GaMnAs:Zn mostram
alargamento e deslocamento para baixos nimero de ondas dos modos Raman, que é
atribuido ao excesso de As diluido na superficie do sistema. Esta incorporacao é feita
pela formacdo de defeitos de Asca. Observamos o surgimento de bandas em 191, 247
cm™ no espectro Raman das amostras recozidas, o que pode ser atribuido aos modos
E; e A de As cristalino. Esses modos sdo mais proeminentes nas amostras
implantadas, o que é atribuido a uma maior polarizabilidade dos ions de Mn. Nossos
resultados do estudo do magneto-transporte em NF individual de Gag.gsMngosAS:ZN
mostram que a Magnetorresisténcia (MR) aumenta para pequenas voltagens aplicadas
no NF, saturando para em torno de 0.6 V. E, além disso, nossos resultados revelam a
existéncia de um efeito de anisotropia magnética, observado através dos valores da MR
do NF, quando o campo magnético aplicado esté paralelo ou perpendicular ao eixo-c do
NF.
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